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CIGS 太陽電池は薄膜太陽電池として実用化され、年々変換効率も向上し 20%へと達している。

CIGS太陽電池の構成層であるバッファ層は、ヘテロ界面での再結合損失を抑制する等の役割を有

しており、近年は CdSに換えて Zn(S,O,OH)層が用いられている。これらのバッファ層は、化学溶

液析出(CBD)法により作製されているが、ZnSや Zn(OH)2溶解度曲線の温度上昇に伴う低 pH側へ

のシフトによる過飽和度の形成によって析出が生じるために、CIGS基板上のみでなく、溶液中で

も沈殿が生成し、これが太陽電池特性や製造コストにも影響している。本研究では、化学熱力学

に立脚した沈殿フリーCBD プロセスの考え方、CIGS 基板に適用し形成した Zn(S,O,OH)層の形態

と状態、ならびに CIGS太陽電池の性能を、チオ尿素を用いた CBDプロセスと比較しながら報告

する。 

図１に、沈殿フリーならびにチオ尿素を用いた CBD溶液の製膜前後の外観ならびに沈殿フリー

CBD溶液において測定した CIGS基板の電位変化を示す。チオ尿素 CBD溶液では、電位測定は出

来ない。沈殿フリーCBD 溶液では、80℃、24時間放置後も沈殿は生成しないが、CIGS 基板上に

は Zn(S,O,OH)層が形成できている事を、AFM 観察、XPS 測定より確認した。また、沈殿フリー

CBD 法により作製した CIGS 太陽電

池の変換効率は、現時点で最適化し

た条件においてチオ尿素 CBD プロ

セスにより作製した CIGS 太陽電池

の性能にほぼ匹敵した。 

本研究は、新エネルギー・産業技
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Figure%1%%Change%in%poten5al%during%the%measurement%at%353K(a),%and%the%appearance%
of%the%precipita5on!free%solu5on%before(b)%%and%aBer%the%measurement.(c)%
Appearance%of%the%thiourea%solu5on%aBer%holding%for%600s%at%353K.(d)�
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